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SEMI G75.12-0698（Reapproved 0706） 
リードフレームテープの絶縁破壊強度の測定のための試験方法 

 
 

本スタンダードは，global Assembly & Packaging Committee で技術的に承認されている。現版は 2006 年 5 月 16
日，global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2006 年 6 月に www.semi.org で，そして

2006 年 7 月に CD-ROM で入手可能となる。初版は 1998 年 6 月発行。 
 

1  方法の要約 

1.1  リードフレームテープの表裏の両面に電極を設置し，電圧を印加する。電流の大幅な上昇と電圧降下直

前の電圧を絶縁破壊強度として測定する。 

2  装置 

2.1  電源 － 直流高電圧発生器（50 kv能力） 

2.2  電極 － 周辺のエッジが 2.5 mmの半径に丸められている，12.5 mmの直径の真鍮球状電極，および 
25 mmの直径の真鍮電極（図 1 参照）。 

2.3  マイクロメータ － 精度 0.001 mm 

 
図 1 

破壊強度測定のための電極 
 

3  サンプリング 

3.1  サンプリングは，1 ロットあたり 1 サンプルである。ユーザが要求するならば，メーカーは，ロットの定義を報

告しなければならない。 

4  試料の調整 

4.1  試料の寸法がディスク電極の直径よりも大きくなるように，試料をテープサンプルから切り取る。 

4.2  試料は，90±2 時間，23°±5°Cと 50±5% RHで放置する。 

5  テスト条件 

5.1  温度 － 23°±5°C 

5.2  相対湿度 － 50±5% RH 
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6  手順 

6.1  ディスク電極上に試料を置き，テープの上に球状電極を置く。電極とテープの間の良好な接触を確保す

る。 

6.2  試料のセットアップ 

6.2.1  電源を入れて，破壊が発生するまで，一定の上昇速度で電圧を増加させる。 

注 1: 破壊時の電圧に注意する。次に測定する試料においては，電圧印加の開始後から約 10～20 秒以内に破壊が生じ

るように，電圧上昇速度を調整する。 

6.3  すべての試料について，その測定を繰り返す。 

6.4  マイクロメータを用いて試料の厚さを測定する。 

6.5  計算 

6.5.1  絶縁破壊強度は，次式によって計算されるべきである： 
 

t
VBD＝絶縁破壊強度 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

mm
kv  

ここで： 
VBD ＝ 破壊電圧（kv） 
t ＝ テープ厚さ（mm） 

7  関連文書 

7.1  ASTM仕様1 

ASTM D 257 — Standard Test Methods for D-C Resistance or Conductance of Insulating Materials 

7.2  JIS仕様2 

JIS K 6911 — Testing Methods for Thermosetting of Plastics 
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